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U 1500
U 1520

Entwurfssystem fiir CMOS-Standardzellen-Schaltkreise

Kurzcharakteristik

Technische Daten

» Entwurfssystem fir anwenderspexzifi-
sche Schaltkraise (ASIC's) nach dem
Standardzellen-Prinzip

» Kunde entwirft selbst anleistungsfahi-
gem CAD-System

» Verlustleistungsarme CMOS-Techna-
lagiein zwei Varianten

= Rentabal {lir mittelgrofe und groBe
Slickzahlen

« Kurzfristige Bereitstellung von ASIC-
Bauelementen

& Schutz var Nachbau

= Optimal kleine Chipflache und GehAuse-
ausflhrungin DIP- und SMD-Bauformen

© TTL-Kompatibilitét der Ein- und Aus-
gange

« Synchroner und asynchroner Betrieb
moglich

» Bezeichnungsbeispiel
U1500PC-000 TGL43876

DEVAG e
A, 28025

Wert
Kenngrobe Symbol| min. max. Einheit
Betriebsspannung Uge 475 525 v
Eingangs-Low-Spannung UL -03 08 v
Eingangs-High-Spannung Uy 2,0 Uge +0.3] V .
Umgebungstemperatur hy 0 70 °C
Die speziellen Betriebsbedingungen sind vom kundenspezifischen Layout abhéngig.
Ausgewahite Kennwerte

Wert
KenngroBe Symbol| min max. Einheit
Ruhestromverbrauch® onas 200 7y
Eingangsleckstrom lig 10 Iy
(Summenleckstram aller rainen Eingénge)”
Eingangsleckstrom In 2 wA
(pidirektarale Eingange)*
Ausgangs-Low-Spannung** Ug 0.4 v
Ausgangs-High-Spannung*** Uy |24 v
Eingangskapazitit (€ 10 pF

5,25V, Uy = 5,25V
mA
“* bel Uge = 4,75 Y, I = —0,4 mA

Grenzwerte

Fir die Bauelemente sind die MOS/CMOS-Behandlungsvorschriften einzuhalten,
Wert

Kenngréile Symbol| min.  max. Einheit

Betriebsspannung Uge =05 70 v

Eingangsspannung an allen Eingéngen U =0,5 70 v

Ausgangsspannung Us -05 70 v

Verlustlsistung Py 0,5 W

Betriebstemperatur 1, aQ 70 =l

Lagertemperatur [N -55 125 °C
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EARLZEISS) Messe-
[ JENA | Information

Semikunden-Schaltkreis
Standardzellen-System U1500

Das CMOS-Standardzellenentwurfesystem gestatrter die Ente
wicklung und Produktion von Semikundenschaltkreisen. Der
Kunde entwirft selbst das Layout der integrierten Schal-
tung euf der Grundlage seinee Logikplanes, wobei ihm ume
fangreiche Entwicklungssoftware und ein Katalcg verwend-
barer Grundelemente zur Verfiigung stehen,

Diese, vor allem bei mittelgroBen Stickzahlen Skonomische
Form der Umsetzung der Anwenderaufgesbenstellung in das
Layout ermdglicht eine optimale Ausnutzung der Chipflache.
Hauptgdchliche Effekte beim Anwender ergeben sich aus der
Volumeneinsparung und der Erhthung der Zuverldssigkeit der
Erzeugnisse.

Die Montage der Bauelemente erfolgt vorrangig im PCCE4-
GehBuse, Die Belegung der Anschliisse wird kundenspezifisch
festgelagt.

Die STAZ-Scheltkreise besitzen folgende allgemeingiltige
~ Eigenschaften: :
= Ein= und Ausginge sind bedingt TTL-kompatibel
= die Ausgénge k&nnen kundenspezifiesch als

~ Tri~State~Ausgang

= Two=Stete-Ausgang

= bidirektionale Stufe ausgefahrt werden.
Die Funktion wird durch die Anordnung der verachiedenen,
im Standardzellenkatslog enthaltenen funktionalen digi=-
talen und analegen Komponenten im Layout beatimmt,

Bauformen

Folgende Gehiusearten kdnnen verwendet werden:

Gruppe Gehéuse GehBusematerial maégliche 2
Chip-Groke in mm

1 DIP 16/18 Plaat I XG5



Gegenlibar- Gate-~Array-System
U 5200

Standardzellen-Syatem
U 1500/ 1520

stellung
Integrations- 12 000 Transi-
grad storen

mex. 13 000 Tran=
eistoren 2
(bei 7,5 x 7,5 am
CsGT2s)

Anzahl der mdgl.

verachiedenen ca. 100 ca. 40

Funktionselemen=

te

Layout fir jeweiligen kundenspezifisch
Master featgelegt

Technologie C5GT2s C56T2n (U 1500)

CSGT2s (U 1520)

Gatterlaufzeit 5 na 5 ns
(typ.)
Sthckzahl max. 10 Q00 Stck/J, 10 000 ... 100 OOC
Stck/Jdahr
GehBuseart/Zahl PCC 64 DIP16, DIP18, DIP24,
der Anschliisee DIP28, DIP 40
PCCE4, QFF 6B
Betriebsspannung 4,75 .. 5,25 V 4,75 .. 5,25 V
Takt abhiéngig von kun= ebhdngig von kundens
denspez, Logik spez, Logik
typ. 1 ..4 4 MHZ typ, 4 MHz
Til=Kompatibilitit
bzgl. Ein- u. Ja ja
Ausgang
Aufwandsverh&ltnis
bzgl. Entwurfszeit 1 2

und Kesten
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